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RESUMO

As caracteristicas de desempenho de amplificadores distribuidos de n secdes, empregando MESFET's de GaAs sdo es-

tudadas. A teoria de funcionamento & apresentada, considerando constantes de propagacdo idénticas nas linhas de dre

no e porta. Apresenta-se entdo um procedimento para determinacdo dos elementos constituintes do modelo do dispositi

vo ativo, a partir do conhecimento de seus parametros S.

1. INTRODUCAO

Os amplificadores distribuidos oferecem a possibi
lidade de amplificacdo em bandas extremamente largas
devido a absorc¢ao das capaciténc%ﬁs parasitas do
transistor em linhas de transmissdes artificiais. Es
sas linhas sdo acopladas pelas transcondutancias dos
dispositivos.

O projeto de um amplificador distribuido envolve
uma escolha cuidadosa do dispositivo, impedancias e
frequéncias de corte das linhas de transmissdo e o
numero de dispositivos.

Essas consideracdes de projeto serdo sucintamente
apresentadas, bem como o uso de um programa de compu
tador para a obtencdo dos parametros do circuito equi
valente do transistor, permitindo a realizacdo de am-
plificadores hibridos utilizando os dispositivos co
mercialmente disponiveis.

Pode-se dividir o projeto e analise de circuitos
amplificadores multi-oitavas em dois sub-grupos ba-
sicos: dispositivos ativos associados em cascata e
dispositivos ativos associados aditivamente. O 1limi
te de frequéncia [1] dos amplificadores realizados
em cascata & determinado por um fator proporcional a

Gm , onde:

MCiCo
Gm - transcondutancia do dispositivo ativo

Ci - capacitancia de entrada do dispositivo ativo

Co - capacitancia de saida do dispositivo ativo

Portanto, no intuito de se alargar a banda de fre
quéncia, pode-se dispor os elementos ativos em para-
lelo. No entanto, o resultado obtido com o aumento
de transcondutancia & compensado pelo respectivo au
mento das capacitancias combinadas.

O uso da associacdo aditiva tem a sua limitacao
de banda determinada pela frequéncia de corte supe-
rior das linhas de acoplamento de entrada e saida. O
sinal na saida & resultado da combinacdo da contri

buicdo de cada secao.

2. TEORIA BASICA DOS AMPLIFICADORES DISTRIBUIDOS

O ganho de tensao em baixas frequéncias de um am-
plificador distribuido, como mostrado na figura 1, po
de ser simplificado por n Gm Zo, onde:

2

n - nimero de FET's
Gm - transcondutancia de cada FET

Zo - impedancia caracteristica da linha de

transmissao de saida
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Figura 1 - Topologia basica do amplificador
distribuido usando elementos con

centrados

As impedancias de porta e dreno dos FET's, sao
absorvidas em linhas de transmissdo dissipativas, for
madas pelos indutores de porta e dreno e sdo acopla-

das pelas transcondutancias dos FET's.

O sinal de excitacdo do circuito se propaga na 1i
nha de porta, em direcdo a sua impedancia de termina-
cao. Este sinal & amostrado nos circuitos de entrada
de cada FET com diferentes fases, e é& transferido a
linha de dreno por intermédio das transcondutancias
dos transistores. Se a velocidade de fase do sinal na
linha de dreno for idéntica & da linha de porta, os si

nais gerados nas transcondutdncias se combinardo adi-
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tivamente. Todos os sinais que se propagarem na dire ¢
cdo reversa e ndo forem cancelados pelas combinacdes

fora de fase serdo absorvidos pela terminacdo de dre

no.
O modelo equivalente do MESFET é mostrado na figu-
a2,
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Figura 2 - Circuito equivalente de um MESFET

onde:

: B -jwto
ldf = GmVc e

As linhas de transmissdo equivalente de dreno e
porta sd@o mostradas na figura 3 e 4. Assume-se que as
terminacdes dessas linhas sdo suas impedancias imagem

nos quatro extremos.
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Figura 3 - Linha de transmissdo de porta
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Figura 4 - Linha de transmissdo de dreno
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Para a realizacd@o pratica do projeto de um amplifi
cador distribuido hibrido é necessario conhecer-se os
parametros relevantes do circuito equivalente do dis

positivo ativo, a saber:

cpf, Ri, Cdf, RAf

Geralmente os dados fornecidos pelos fabricantes
dos transistores de microondas sdo caracterizados em
termos de parametros de espalhamento. Para a conver-
sdo desses valores na representacdo a elementos con-
centrados, mostrado na figura 2, foi desenvolvido
um programa em BASIC para o microcomputador HP 85
que produz resultados confiadveis em frequéncias de
até 10 GHz [2].



3. CONCLUSOES

Demonstrou-se que o uso da amplificacdo distribui
das possibilita a realizacdo pratica de amplificado-
res banda larga que se tornam uma opgao que tem se
mostrado cada vez mais vantajosa frente as realiza-
¢bes convencionais em cascata. Considerandgp um mode
lo simplificado do FET de GaAs, apresentou-se um
programa para determinacdo dos parametros deste mode
lo, a partir dos parametros S obtidos, quer dos fa

bricantes, quer com o uso de um analisador vetorial.
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